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Deney 4: Bipolar Jonksiyonlu Transistorli
Devreler



GIRIS

* Bir bipolar ytlizey birlesmeli transistor, iki N ve bir P tipi malzeme
tabakasindan veya iki P ve bir N tipi malzeme tabakasindan olusan tc¢
katmanh bir elemandir.

e [lIkine NPN transistorii, ikincisine ise PNP transistorii denmektedir.

* Transistor ayaklarinin isimleri emiter (Emitter), kolektor (Collector) ve baz
(Base) olarak adlandirilir.

* Transistorun tipini (PNP veya NPN) belirtmek icin emiter ucu kullanilir.



BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR

* BJT, iki pn jonksiyon ile birbirinden ayrilan ti¢ adet (katkil1) yari iletken bolge
ile olusturulmaktadir.
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BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR

* BJT'nin yukseltec olarak calisabilmesi icin her iki pn jonksiyonun ileri yonde
biaslanmasi gereKir.
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BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR

 Bir NPN transistortiindeki akimlarin yonleri ve sematik sembolli asagida
gosterildigi gibidir.
* Emiter akimi (IE); kollektor akiminin (IC) ve baz akimin (IB) toplamidir.

| I I I

n
Ig Ig Ig Iy
e I

n

|

[a) npn by prp




BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR

 Bir transistorin dc akim kazanci, dc kolektor akiminin (IC) dc baz akimina
(IB) oranidir ve {3 olarak adlandirilir.

* DC kollektor akiminin (IC) DC emitor akimina (IE) orani dc alpha a'dir.



BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR

Ig: dc base current

Ig: dc emitter current

I: dc collector current

VREg: dc voltage at base with respect to emitter

Veg: de voltage at collector with respect to base

Veg: de voltage at collector with respect to emitter
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BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR
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BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR
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BIPOLAR JONKSIYONLU TRANSISTOR
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DENEY

* Stire: 70 dk é“‘“
» Akim: Olciilmeyecek N

* Bazda jumper yok. I“l . ﬂ
120 kQ ﬁ)
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